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磁性細線中の磁壁をメモリに利用したレー

ストラックメモリでは、磁性層/重金属層ヘテ

ロ界面に生じるジャロシンスキー・守谷相互作

用（Dzyaloshinskii-Moriya Interaction：DMI）が

重要とされている。DMI は磁性層を絶縁層と

重金属層で挟んだ構造など、磁性層に対して非

対称構造で現れる[1]。この DMI を定量的に評

価するためには、微細加工を施した磁性細線中

での磁壁駆動の実験を行う必要があり、簡便な

評価法が望まれる。そこで我々は、磁気光学

Kerr効果(MOKE)の信号を高感度に測定するこ

とで、DMI の値の評価を目指している。DMI

は材料依存性が大きいため、本研究では、先行

研究[2]で報告のある Tbではなく、磁性層に Gd

を用いた磁性合金で実験を行った。 

SiO2(100 nm)を持つ熱酸化 Si基板上に Pt (5 

nm)/GdFeCo (6 nm)/ SiNx (10 nm)という構造を

マグネトロンスパッタ装置で作製した。Si基板

上の SiO2層には、光を多重干渉させ、MOKE

を増幅する役割がある。MOKE の検証には、

光弾性変調器により、Kerr回転角と楕円率の波

長依存性を同時測定する円偏光変調法を用い

た。測定エネルギー領域は 1.77～4.13 eV（波

長では 300～700 nm）である。さらに、Kerr回

転角と楕円率の測定値を仮想屈折法で計算し

た値と比較した。 

Fig. 1に今回作製した Gdを磁性層に用いた

試料と先行研究で示された Tbを用いた試料［2］

における Kerr 回転角と楕円率の測定値と計算

値の比較結果を示した。希土類元素を磁性層に

用いたどちらの試料においても低エネルギー

側において、測定値と計算値の間にずれが生じ

ていることが分かる。電子の伝導現象が Pt 由

来の大きな DMI に影響され、このずれが引き

起こされると予想される[3]。一方で、Gd を用

いた(a)では Tb を用いた(b)より広い光のエネ

ルギー領域でずれているという違いがある。さ

らに、エネルギー領域に対する実験値と計算値

のピーク位置が Gdを用いた(a)では、異なって

いるのに対し、Tb を用いた(b)ではほぼ一致し

ている。これらのずれ方の違いは、希土類元素

ごとに異なる影響を DMI 等界面に働くスピン

軌道相互作用に与えていることが原因と示唆

される。 
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Fig. 1 Measured and calculated MOKE spectra of (a) Pt/GdFeCo/SiNx and (b) Pt/TbCo/SiNx
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